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* proud prechodem zpusobeny diftizni
a bariérovou kapacitou se urci

i7 — qf + qe
* analogicky proud pirechodem je
rozdélen pomoci parametri modelu

Xege a Xegeo
g =g, + Xcgcqde Pro Xcgyep =1,

ig =¢, + Xojoed. Pro Xcpjoo €(0,1),
ig=(1-Xcyc)q. (zBdoc)  pro Xpjeg =1,
1/9 = (1 XCJCZ) (Z B do C) P1ro XCJCZ & <O, 1)
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Fazové zpozdéni lze misto toho efektivné aproximovat zavedenim
definované v roviné komplexniho kmitoctu s

I:(s)=1,(s)®(s)



¢ definice funkce v kmitoctové oblasti (Besselova fce)
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¢ definice funkce v oblasti (Besselova fce)
Sa)g

D(s) =
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¢ definice funkce v kmitoctoveé oblasti (Besselova fce)
2
3
5% + 308 + 30)(2)

D(s) =

* definice funkce v casové oblasti (Besselova dif. rov.)
i7(£) + Bwgi} (t) + Bwgir (£) = 3wy (),
17(0)=0,7(0) = ir(0)
* vyjadreni parametru o, (odvozeni ve skriptu)

" ~360° 1 v de o — 1
"2 @ty ver = o OF TR

.7 vrad



* kapacity zpusobené kvazisaturaci)

Qo = QCO[K(ch)_ _g}

Q= QCO[K(vbn)_ _%}

(aproximativni vztahy)
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* kolektorovy proudovy zdroj:
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Sumovy model

* kolektorovy proudovy zdroj: vystrelovy sum

9 .
Lo = 2qicAf
* bazovy proudovy zdroj: vystrelovy sum, blikavy
Sum, iontovy Sum (lontovy Sum neni programovan)

Af




Model tranzistoru JFE



Model tranzistoru JFE
TC

1Y

op




Model tranzistoru JFE
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e zakladni proudova rovnice tranzistoru JFE

0 provgg — Vp <0 (podprahova oblast)

iy =4(1+ Avpg )B|2(vgs — Vr) - Yvpslvps Provgs —Vr >yups  (linedmi oblasy)

(1+ Avpg)B(vgs — VT)2 /y pro0 <veg — Vp <yvupg (oblast saturace)



